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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2006 033 457.4-35

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) auf die mindliche Verhandlung
vom 12. Januar 2015 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Mayer, die
Richter Dipl.-Ing. Gottstein und Dipl.-Ing. Musiol sowie die Richterin Dorn

beschlossen:

BPatG 154
05.11



Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Das Deutsche Patent- und Markenamt - Prifungsstelle fir IPC-Klasse H 03 F - hat
die Patentanmeldung mit der Bezeichnung ,Hochfrequenzleistungsverstarker® in
der Anhoérung am 17. Dezember 2010 durch Beschluss zuriickgewiesen. Der Zu-
rickweisung lagen die Patentanspriiche 1 bis 12 vom 6. April 2010, eingegangen

am gleichen Tag, zugrunde.

Die Prufungsstelle hat ihren Zurtickweisungsbeschluss damit begrindet, dass der
Gegenstand des Patentanspruchs 1 eine Anderung der in der Anmeldung enthal-
tenen Angaben darstelle, die den Gegenstand der Anmeldung erweitere. Denn
das Merkmal ,wobei keine Resonanzschaltung mit einem Kondensator und eine
Induktivitat an einem Ende zwischen einer Drain-Elektrode einer jeweiligen Tran-
sistorzelle (1) und der ausgangsseitigen Anpassschaltung (3) angeschlossen ist
und mit ihrem anderen Ende mit Masse verbunden ist“ sei in den ursprtinglichen

Unterlagen nicht offenbart.

Hiergegen richtet sich die am 4. April 2011 eingelegte Beschwerde der Anmelde-

rin, mit der sie ihre Anmeldung weiterverfolgt.



Die Bevollmachtigte der Anmelderin und Beschwerdefiihrerin beantragt,
den Beschluss der Prufungsstelle fur Klasse H 03 F des Deut-
schen Patent- und Markenamts vom 17. Dezember 2010 aufzuhe-
ben und das nachgesuchte Patent auf der Grundlage folgender
Unterlagen zu erteilen:

Patentanspriche:

Patentanspriiche 1 bis 11 vom 16. Februar 2012, bei Gericht ein-
gegangen am 17. Februar 2012

Beschreibung:

Beschreibungsseite 1 vom 15. Mai 2008, eingegangen am
20. Mai 2008

Beschreibungsseiten 2 und 3 vom 6. April 2010, eingegangen am
selben Tag

Beschreibungsseiten 4 bis 11 vom Anmeldetag (19. Juli 2006)
Zeichnungen:

Figuren 1 bis 13 vom Anmeldetag (19. Juli 2006)

Hilfsantrag 1:

Patentanspriiche 1 bis 5 vom 7. Januar 2015, bei Gericht einge-

gangen per Telefax am selben Tag

Beschreibung und Zeichnungen wie Hauptantrag



Hilfsantrag 2:

Patentanspriiche 1 bis 3 vom 7. Januar 2015, bei Gericht einge-

gangen per Telefax am selben Tag

Beschreibung und Zeichnungen wie Hauptantrag

Hilfsantrag 3:

Patentansprtiche 1 bis 10 vom 7. Januar 2015, bei Gericht einge-

gangen per Telefax am selben Tag

Beschreibung und Zeichnungen wie Hauptantrag.



Der geltende Patentanspruch 1 lautet:

1. Hochfrequenzleistungsverstidrker mit

einem mehrfingrigen Transistor (5), der eine Mehrzahl wvon
Transistorzellen (1) enthdlt, die elektrisch parallel ge-
schaltet sind,

einer eingangsseitigen Anpassschaltung (2}, die mit den
Gateelektroden der Mehrzahl wvon Transistorzellen (1) wverbun-
den ist,

einer ausgangsseitigen Anpassschaltung (3], die mit den
Drainelektroden der Mehrzahl wvon Transistorzellen (1) verbun-
den ist, und

Eesonanzechaltungen (4), die einen Hondensator (10} und
eine Induktivitdt (3} enthalten,

wobei die Resonanzschaltungen (4) jeweils an einem Ende
zwischen einer Gateelektrode einer jeweiligen Transistorzelle
{1) und der eingangsseitigen Anpassschaltung (2)angeschlossen
gind und mit ihrem anderen Ende mit Masse verbunden sind,

wobei keine Hesonanzschaltung mit einem Kondensator und
eine Induktivitdt an einem Ende zwischen einer Drainelektrode
einer jeweiligen Transistorzelle (1) und der ausgangsseitigen
Anpasgschaltung (3)angeschlossen ist und mit ihrem anderen

Ende mit Masse verbunden ist,

wobeil die Resonanzechaltungen (4) eine Rescnanzfreguensz
bei einer zweiten harmcnischen Freguenz der Betriebsfrequen:z
des Transistors (5) oder bei einer Freguenz innerhalb eines
vorbestimmten Bereichs aufweisen, der um die zweite harmoni-
sche Frequenz herum angeordnet ist, so dass sie an der Gatee-

lektrode als Kurzschlusslast wirken.

Wegen der Ubrigen Anspriche 2 bis 11 sowie der weiteren Einzelheiten wird auf

den Inhalt der Akten verwiesen.



Der Patentanspruch 1 gemal Hilfsantrag 1 lautet:

1. Hochfrequenzleistungsverstarker mit

einem mehrfingrigen Transister (5), der eine Mehrzahl von
Transistorzellen (1) enthilt, die elektrisch parallel ge-
schaltet =sind,

einer eingangsseitigen Anpassschaltung (2), die mit den
Gateelektroden der Mehrzahl von Translatorzellen (1] werbun-
dan ist,

einer ausgangsseitigen Anpassschaltung (3), die mit den
Drainelektroden der Mehrzahl won Transistorzellen (1) werbun-
den ist, und

Resonanzschaltungen (4), die einen EKondengator (10) und
eine Induktivicdt (%) enthalten,

wobei die Rescnanzschaltungen (4) jeweils an einem Ende
zwischen einer Gateelekibrode siner jeweiligen Tranaistorzelle
(1] und der eingangsaeitigen Anpassechaltung (2)angeschlossen

gind und mit ihrem anderen Ende mit Mazse werbundsn sind,

wobel die REegonanzschaltungen [(4) eine ResonanzEregquens
bei einer zweiten harmenischen Freguenz der Betriebafreguensz
des Transistors (5) oder bei einer Freguenz innerhalb eines
varbeatimmten Bereicha aufweisen, der um die zweite harmoni-
gche Freguenz herum angeordnet ist, so dass sie an der Ga-
teelektrode als Kurzachlusslast wirken—,

wobel jede Resonanzschaltung (4) einen Hondensator {9}
enthdlt, der auf einem anderen Chip (8) als der Tranasistor
{5} gebildat ist, und

e¢in Ende des Kondensators (9] (ber einen Bonddraht (10)
mit einer Zateelektrode einer entaprechenden Transistorzelle

{l) verbunden ist.



Wegen der auf diesen Anspruch riickbezogenen Anspriiche 2 bis 5 wird auf den
Inhalt der Akten verwiesen.

Der Patentanspruch 1 gemal Hilfsantrag 2 lautet:

1. Hochfregquenzleistungsverstirker mit

einem mehrfingrigen Transistor [5), der eine Mehrzahl wvon
Transistorzellen (1) enthalt, die elekbriasch parallel ge
schaltet aind,

giner eingangeseicigen hnpasaschaltung (2}, die mic den
Gateelaektroden der Mehrzahl won Transistorzellen (1) verbun=-
deiy 16,

einer ausgangsseitigen Anpassschaltung (3), die mit den
Drainelektroden der Mehrzahl von Transistorzellen (1) wverbun-
den ist, und

Regonanzaschaltungen {4}, die einen ¥ondensator (10) und
gins Induktivitic {9} enthalten,

wobei die Resonanzschaltungen (4} jewelils an einem Ende
gwischen einer Gateelektrode einer jeweiligen Transistorzelle
i1l und der eingangeseitigen Anpasssachaltung |2)angeschlossen

gind und wit ihrem anderen BEnde mik Hagse verbunden sind,

wobei die Rescnanzschaltungen {4} eine Rescnanzfiraguenz
bei einer zweiten harmonisghen Freguenz der Betriebsfredquenz
deg Transistorsa (5] oder bei einer Fregueanz innerhalb eines
vorbestimmten Bereichs aufweisen, der um die zweite harmoni-
gche Prequenz herum angeordnet ist, 80 dass sie an der Ga-

teelektrode ale Kurzachlusslaat wirkenr,



wobeli jede Eesonanzschaltung (4) einen MIM-Kondensator
(9), ein Durchgangsloch {(12) und eine Spiralinduktivitat (13}
enchalt, die auf demselben Chip wie der Translscor (5] gebil-
det =ind,

ein Ende des MIM-Kondensators (9) CGber die Spiralindukti-
vicdt {13) mit einer Gateelektrodse einer entsprechenden Tran-
gistorzelle (1} wverbunden ist, und

das andere Ende des MIM-Eondensators (9] dber das Durch-
gangeloch (12) mit Masee wverbunden iat.

Wegen der auf diesen Anspruch riickbezogenen Anspriche 2 und 3 wird auf den
Inhalt der Akten verwiesen.

Der Patentanspruch 1 gemaR Hilfsantrag 3 lautet:

1. Hochfregquenzleistungsverstarker mit

einem mehrfingrigen Transistor (5}, der eine Mehrzahl von
Transistorzellen (1) enthdlt, die elektriech parallel ge-
achaltet Bind,

einer eingangsseitigen Anpassschaltung (2), die mit den
Gateelektroden der Mehrzahl won Transistorzellen (1} werbun-
den ist,

einer ausgangsselitigen Anpassschaltung (1), die mit den
Drainelsktroden der Mehrzahl won Transistorezellen (1) werbun-
den ist, und

Resonanzechaltungen (4), die einen Kondensator (10) und
gine Indukkivitdt (%) enthalten,

wobel die Hesonanzschaltungen (4] jewails an #iném Ende
zwischen einer Gateelektrode einer jeweliligen Tranaistorzelle
(1] und der eingangaseitigen Anpassachaltung (2)angeschloesen

gind und mit ihrem anderen Ende mit Masse verbunden sind,



wobeil die Resonanzechaltungen (4] eine Resonanziregquenz
bei einer zweiten harmonischen Frequenz der Betriebsfrequenz
dag Transistors [5) oder bel einer Frequenz innerhalb einss
vorbestimmten Bereichs aufweisen, der um die zweite harmoni-
sche Freguenz herum angeordnet sk, &0 Jdass sie an der Ga-

teelektrode als Eurzechlusslaast wirken—,

18— wobel die Hochfreguenzleistungeverstirker saelhelnem des
Angpradhe—l—bie—S-—mit—waiter einer zweitea Resonanzschaltung
(16) enthalt, die in einem Abstand von den Resonanzschaltun-
gen {4) angeocrdnet ist, der einer elektrischen Linge won ei-

nar viertel Wellenlange bei der Betriebsfrequenz des Tranais-

tara (5] entepricht.

Wegen der weiteren Anspriiche 2 bis 10 wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

Die Beschwerdefuhrerin halt den Hochfrequenzleistungsverstarker geman Patent-
anspruch 1 sowohl in der Fassung nach Haupt- als auch nach den Hilfsantragen 1

bis 3 fur zulassig und fur patentfahig.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

Die zulassige Beschwerde hat keinen Erfolg.

1. Der Anmeldegegenstand betrifft ausweislich der Beschreibungseinleitung
einen Hochfrequenzleistungsverstarker zur Verwendung in Kommunikationsvor-
richtungen, die im Mikrowellen- oder Millimeterwellenband fiir mobile Kommunika-
tion, Satellitenkommunikation usw. arbeiten. Die Anmeldung geht aus von einem
bekannten Hochfrequenzleistungsverstarker, dessen Schaltungsaufbau in Fi-

gur 13 wiedergegeben ist. Da der mehrfingrige Transistor von sich aus eine niedri-



-10 -

ge Eingangs-/Ausgangsimpedanz aufweise, seien die Lasten an den Anpass-
schaltungen, die mit dem Transistor verbunden seien, um eine Impedanzanpas-
sung bei der Betriebsfrequenz zu erzielen, sehr klein. Um die zweite Harmonische
kurzzuschliel3en, misse die Impedanzlast bei der zweiten Harmonischen noch ge-
ringer sein, als die sehr geringe Impedanzlast bei der Grundwelle. Weil die Reso-
nanzschaltung mit der die Gateelektroden kombinierenden Schaltung auf der Ein-
gangsseite verbunden sei, anstatt dass sie mit jeder Gateelektrode verbunden sei,
kénnten jedoch eine so geringe Impedanzlast nicht erzielt und verbesserte Verzer-

rungseigenschaften nicht geliefert werden (vgl. S. 2, 3. und 4. Absatz).

Ausgehend von diesen Problemen sei es daher Aufgabe, einen Hochfrequenzleis-
tungsverstarker bereitzustellen, der einen mehrfingrigen Transistor verwende und
daran angepasst sei, verbesserte Verzerrungseigenschaften aufzuweisen (vgl.
S. 2, letzter Absatz).

Diese Aufgabe soll mit einem Hochfrequenzleistungsverstarker gemafld den Fas-
sungen des Patentanspruchs 1 nach Haupt- oder einem der Hilfsantrage 1 bis 3

gel6st werden.

2. Die vorliegende Anmeldung wendet sich ihrem Inhalt nach an einen Diplom-
ingenieur (FH) der Hochfrequenz- und Mikrowellentechnik, der auf dem Gebiet der
Entwicklung von Halbleiterleistungsverstarkern fir den Hochfrequenz- und Mikro-

wellenbereich tétig ist.
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3. Zum Hauptantrag
Der Hochfrequenzleistungsverstarker nach dem Patentanspruch 1 gemald Haupt-
antrag lasst sich in folgende Merkmale gliedern (Anderungen gegeniber urspring-

licher Fassung fett):

MO  Hochfrequenzleistungsverstarker mit

M1 einem mehrfingrigen Transistor (5), der eine Mehrzahl von
Transistorzellen (1) enthalt, die elektrisch parallel geschaltet
sind,

M2  einer eingangsseitigen Anpassschaltung (2), die mit den
Gateelektroden der Mehrzahl von Transistorzellen (1) ver-
bunden ist,

M3 einer ausgangsseitigen Anpassschaltung (3), die mit
den Drainelektroden der Mehrzahl von Transistorzel-
len (1) verbunden ist, und

M4  Resonanzschaltungen (4), die einen Kondensator (10)
und eine Induktivitat (9) enthalten,

M4.1 wobei die Resonanzschaltungen (4) jeweils an einem
Ende von-denenjede zwischen einer Gateelektrode einer
jeweiligen Transistorzelle (1) und der eingangsseitigen An-
passschaltung (2) angeschlossen sind ist und

M4.2 mit ihrem anderen Ende mit Masse verbunden sind,

M4.3 wobei keine Resonanzschaltung mit einem Kondensa-
tor und eine[r] Induktivitat an einem Ende zwischen ei-
ner Drainelektrode einer jeweiligen Transistorzelle (1)
und der ausgangsseitigen Anpassschaltung (3) ange-
schlossen ist und mit ihrem anderen Ende mit Masse

verbunden ist,
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M4.4 wobei die Resonanzschaltungen (4) eine Resonanzfre-
quenz bei einer zweiten harmonischen Frequenz der Be-
triebsfrequenz des Transistors (5) oder bei einer Frequenz
innerhalb eines vorbestimmten Bereichs aufweisen, der um
die zweite harmonische Frequenz herum angeordnet ist, so
dass sie ven—der—Seite an der Gateelektrode als Kurz-

schlusslast wirken eder—eine-hinreichend-niedrigetmpe-
danz-aufweisen.

Soweit mit dem Merkmal 4.3 zum Ausdruck gebracht werden soll, dass zwischen
den jeweiligen Drainelektroden und der ausgangsseitigen Anpassungsschaltung
ausdrucklich keine Anpassschaltungen angeordnet sind, fehlt es, wie die Anmel-
derin auch einraumt, an einer expliziten Offenbarung in den ursprunglichen Unter-
lagen. Zwar zeigen die von der Anmelderin fir die Offenbarung herangezogenen
Schaltbilder in Figur 2 und Figur 11, dass zwischen den jeweiligen Drainelektroden
und der ausgangsseitigen Anpassungsschaltung keine Anpassschaltungen ange-
ordnet sind. Dieses Merkmal zeigt aber auch bereits das in Figur 13 gezeigte
Schaltbild des als bekannt vorausgesetzten Hochfrequenzleistungsverstarkers,
von dem sich ja der beanspruchte Hochfrequenzleistungsverstarker gerade in er-
finderischer Weise absetzen soll, so dass sich dem Fachmann der vorgenannte

Umstand nicht als erfindungswesentlich erschliel3en kann.

Auch der Hinweis der Anmelderin auf den Absatz 2 auf Seite 10 der ursprtngli-
chen Unterlagen, der lediglich alternativ die Anordnung der Resonanzkreise zwi-
schen der jeweiligen Drainelektrode und der ausgangsseitigen Anpassschaltung
beschreibt, induziert beim Fachmann nicht die Vorstellung, dass im Ausgangskreis
bewusst, also in erfinderischer Absicht auf Resonanzschaltungen verzichtet wird.

Das Merkmal 4.3 findet in den ursprtinglichen Unterlagen folglich keinen Ruckhalt.
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Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemald Hauptantrag ist daher unzul&ssig

erweitert.

4. Zum Hilfsantrag 1
Der Patentanspruch 1 nach dem Hilfsantrag 1 lasst sich in folgende Merkmale
gliedern:

MO  Hochfrequenzleistungsverstarker mit

M1 einem mehrfingrigen Transistor (5), der eine Mehrzahl von
Transistorzellen (1) enthalt, die elektrisch parallel geschaltet
sind,

M2  einer eingangsseitigen Anpassschaltung (2), die mit den
Gateelektroden der Mehrzahl von Transistorzellen (1) ver-
bunden ist,

M3  einer ausgangsseitigen Anpassschaltung (3), die mit den
Drainelektroden der Mehrzahl von Transistorzellen (1) ver-
bunden ist, und

M4  Resonanzschaltungen (4), die einen Kondensator (10) und
eine Induktivitat (9) enthalten,

M4.1 wobei die Resonanzschaltungen (4) jeweils an einem Ende
zwischen einer Gateelektrode einer jeweiligen Transistor-
zelle (1) und der eingangsseitigen Anpassschaltung (2) an-
geschlossen sind und

M4.2 mit ihrem anderen Ende mit Masse verbunden sind,

M4.3 wobei die Resonanzschaltungen (4) eine Resonanzfre-
quenz bei einer zweiten harmonischen Frequenz der Be-
triebsfrequenz des Transistors (5) oder bei einer Frequenz
innerhalb eines vorbestimmten Bereichs aufweisen, der um
die zweite harmonische Frequenz herum angeordnet ist, so

dass sie an der Gateelektrode als Kurzschlusslast wirken,
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M4.4 wobei jede Resonanzschaltung (4) einen Kondensator (9)
enthalt, der auf einem anderen Chip (8) als der Transis-
tor (5) gebildet ist, und

M4.5 ein Ende des Kondensators (9) tUber einen Bonddraht (10)
mit einer Gateelektrode einer entsprechenden Transistor-
zelle (1) verbunden ist.

Der Patentanspruch 1 gemal Hilfsantrag 1 gilt als nicht mehr neu.

In der Druckschrift

US 6,060,951

ist in Figur 3 ein Hochfrequenzleistungsverstarker wiedergegeben, der einen Halb-
leiter-Chip 110 enthalt, auf dem eine Mehrzahl von Transistorzellen enthalten sind,
die elektrisch parallel geschaltet sind und — der Diktion der Anmeldung folgend —

einen mehrfingrigen Transistor bilden (Merkmal M1).

Ebenso ist sowohl eine eingangsseitige Anpassschaltung (matching circuit 13), die
ersichtlich mit den Gateelektroden der Mehrzahl von Transistorzellen verbunden
ist (Merkmal M2), als auch eine ausgangsseitige Anpassschaltung (matching cir-
cuit 14) vorhanden, die mit den Drainelektroden der Mehrzahl von Transistorzellen

verbunden ist (Merkmal M3).

Der Schaltungsaufbau enthélt auch Schaltungskomponenten 22, die als harmonic
matching circuit bezeichnet werden (Sp. 5, Z. 63 sowie Sp. 6, Z. 33) und aus einer
Kapazitat und einer Induktivitat bestehen (vgl. Sp. 4, Z. 3-8), die in der in Figur 14
gezeigten Kombination als ein an Masse gelegter Serienresonanzkreis verschaltet
werden kénnen (Lo und Co i. V. m. Sp. 7, Z. 1-6), mithin eine Resonanzschaltung
bilden (Merkmale M4 und M4.2).
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Soweit die Anmelderin unter Hinweis auf die Beschreibung zur Figur 3 argumen-
tiert, dass die harmonic matching circuits 22 im Gegensatz zur anmeldegemé&ien
Anwendung Phasenschieberfunktionen wahrnehmen, geht sie insofern fehl, als
gemaln den zitierten Textstellen (vgl. Sp. 6, Z. 32-50) als Erfolg der realisierten
Schaltung hervorgehoben wird, dass aufgrund des Einsatzes von gedruckten Lei-
tungen auf dem Halbleiterchip nunmehr Phasenverschiebungen eliminiert werden,
die friher durch Leitungslangenvariationen der Drahtverbindungen der harmonic

matching circuits untereinander hervorgerufen wurden.

Die in Rede stehenden Resonanzschaltungen werden dabei so dimensioniert,
dass sie die zweite Harmonische faktisch kurzschlieRBen (vgl. Sp. 2, Z. 56-67 und
Sp. 9, Z.11-12, 31-33; Sp. 10, Z. 35-41) (Merkmal 4.3). Die Resonanzschaltun-
gen 22 sind zwar gemal der Darstellung in Figur 3 zwischen einer Drainelektrode
einer jeweiligen Transistorzelle und der ausgangsseitigen Anpassschaltung 14 an-
geschlossen, in Spalte 10, Zeilen 61-63 ist aber explizit ausgefiihrt, dass die har-
monic matching circuits 22 auch gateseitig geschaltet werden koénnen (Merk-
mal M4.1). Der Auslegung dieser Textstelle durch die Anmelderin, dass damit eine
zusatzliche Verschaltung im Gatekreis gemeint sei, kann sich der Senat nicht an-
schlieBen, da die Ausdrucksweise ,...but they may be arranged at the gate side.”
(,...aber/jedoch sie kbnnen auch an der Gate-Seite angeordnet sein.“) eindeutig

auf eine alternative und nicht auf eine zusétzliche Schaltungsvariante verweist.

Wie in der Figur 2 dargestellt, kann die Schaltung auch in Verschaltung des Halb-
leiterchips 90 mit diskret ausgefiihrten harmonic matching circuits 22 realisiert
werden. Bei dieser Verschaltungsweise wird dann jeweils ein auf3erhalb des Halb-
leiterchips 90 angeordneter harmonic matching chip 22 Gber einen Draht mit dem
jeweilige Anschlusspad 2 eines Transistors verbunden. Die Schaltungskomponen-
ten eines harmonic matching circuits 22 sind damit offensichtlich nicht auf dem

Chip 90, sondern auf einem separaten Chip ausgebildet (Merkmal 4.4).
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Ob dabei der den harmonic matching circuits 22 zugrundeliegende Serienreso-
nanzkreis in der Reihenfolge Kapazitat-Spule-Masse oder Spule-Kapazitat-Masse
Uber den Bonddraht 15 an das Pad 2 angeschlossen wird, ist fir die Wirkungswei-
se des harmonic matching circuits 22 unerheblich und dem Belieben des Fach-
manns Uberlassen, so dass sich dem Fachmann zwanglos auch ein Anschluss
des Kondensators uUber einen Bonddraht mit einer Gateelektrode einer entspre-

chenden Transistorzelle anbietet (Merkmal 4.5).

Damit ist aus der US 6,060,951 die Schaltung eines Hochfrequenzleistungsver-
starkers bekannt, die alle Merkmale des Patentanspruchs 1 gemaf Hilfsantrag 1

aufweist.

5. Zum Hilfsantrag 2
Der Patentanspruch 1 gemald Hilfsantrag 2 umfasst die Merkmale MO bis M4.3
des Patentanspruchs 1 gemald Hilfsantrag 1 und unterscheidet sich von diesem

durch die Merkmale

M4.4y,, wobei jede Resonanzschaltung (4) einen MIM-Konden-
sator (9), ein Durchgangsloch (12) und eine Spiralindukti-
vitat (13) enthalt, die auf demselben Chip wie der Tran-
sistor (5) gebildet sind,

M4.54, ein Ende des MIM-Kondensators (9) Uber die Spiralin-
duktivitat (13) mit einer Gateelektrode einer entsprechen-
den Transistorzelle (1) verbunden ist, und das andere
Ende des MIM-Kondensators (9) Uber das Durchgangs-
loch (12) mit Masse verbunden ist.

Mit den Merkmalen M4.44, und M4.54, wird die Resonanzschaltung lediglich hin-
sichtlich ihres technologischen Aufbaus und der verwendeten Bauelemente kon-

kretisiert.
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Auch in der Figur 5 der US 6,060,951 wird auf dem Halbleiterchip 50 die Reso-
nanzschaltung in unmittelbarer Nahe zur Transistorzelle angeordnet. Die Reso-
nanzschaltung wird dabei durch eine Kapazitat 26, einem Durchgangsloch 17 und
einer Spiral-Induktivitat, die durch das Durchgangsloch selbst gebildet wird, reali-
siert (vgl. Sp. 8, Z. 15-19). Der Schaltungsaufbau in der Figur 5 ist zwar im Zusam-
menhang mit einem Gap-Kondensator beschrieben, genauso gut kann aber ge-
mal3 einer weiteren Schaltungsvariante des harmonic matching circuit statt dessen

ein MIM-Kondensator zur Anwendung kommen (vgl. Sp. 7, Z. 1-6).

Die technologische Realisierung der Resonanzschaltung nach den Merkma-
len M4.4y, und M4.5, ist dem Fachmann daher bereits aus der US 6,060,951

selbst nahe gelegt.

6. Zum Hilfsantrag 3
Der Patentanspruch 1 gemalR Hilfsantrag 3 umfasst die Merkmale MO bis M4.3
des Patentanspruchs 1 gemald Hilfsantrag 1 und unterscheidet sich von diesem

durch das Merkmal (sprachliche Richtigstellung fett).

M4.4y3 wobei der Hochfrequenzleistungsverstarker weiter eine
zweite Resonanzschaltung (16) enthalt, die in einem Ab-
stand von den Resonanzschaltungen (4) angeordnet ist,
der einer elektrischen Lange von einer viertel Wellenlan-
ge bei der Betriebsfrequenz des Transistors (5) ent-

spricht.

Das Merkmal M4 .43 fordert die weitere Hinzuschaltung einer Resonanzschaltung,
ohne diese hinsichtlich ihrer charakteristischen Eigenschaften, wie Resonanzfre-
guenz(en), zu spezifizieren. Damit kann dem aggregatorischen Merkmal eine ziel-

gerichtete Wirkungsweise nicht zugeordnet werden.
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Soweit unterstellt weitere Resonanzschaltungen erforderlich werden sollten, sei
es, um die Filterwirkung bei bestimmten Frequenzen noch mehr zu erh6hen oder
eine bessere Anpassung an die aul3ere Beschaltung zu erreichen, wird der Fach-
mann bestrebt sein, diese mdglichst stérungsfrei und reflexionsfrei in den bisheri-
gen Schaltungsverbund einzufiigen, woflr sich als etabliertes Anschlussmittel eine
Leitung mit einer elektrischen L&ange von einer viertel Wellenlange bei der Be-

triebsfrequenz anbietet.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemaf3 Hilfsantrag 3 beruht folglich nicht
auf einer erfinderischen Téatigkeit.

7. Nachdem sich der Patentanspruch 1 sowohl in der Fassung gemal Haupt-
antrag als auch nach den Hilfsantragen 1-3 als nicht patentfahig erweist, kann die
beantragte Patenterteilung nicht erfolgen. Mit dem Patentanspruch 1 fallen auch
alle anderen Anspriche. Aus der Fassung der Antrage und dem zu ihrer Begrin-
dung Vorgebrachten ergeben sich keine Zweifel an dem prozessualen Begehren
der anwaltlich vertretenen Anmelderin, das Patent ausschlief3lich in einer der be-
antragten Fassungen Zu verteidigen (BGH, Beschluss vom
27. Februar 2008 - X ZB 10/07, GRUR-RR 2008, 456 - Installiereinrichtung Tz. 22,

mit weiteren Nachweisen).

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Beschluss des Beschwerdesenats steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten
die Rechtsheschwerde zu (8 99 Absatz 2, § 100 Absatz 1, 8 101 Absatz 1 des Patentgesetzes).

Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gertgt wird,
dass

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmafig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausibung des

Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Be-

fangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
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3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens ausdriicklich oder still-

schweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei der
die Vorschriften Uber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,

oder
6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist
(8 100 Absatz 3 des Patentgesetzes).

Die Rechtsbeschwerde ist beim Bundesgerichtshof einzulegen (§ 100 Absatz 1 des Patentgeset-
zes). Sitz des Bundesgerichtshofes ist Karlsruhe (8 123 GVG).

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundes-
gerichtshof schriftlich einzulegen (8 102 Absatz 1 des Patentgesetzes). Die Postanschrift lautet:

Bundesgerichtshof, Herrenstral3e 45 a, 76133 Karlsruhe.

Sie kann auch als elektronisches Dokument eingereicht werden (§ 125a Absatz 2 des Patentgeset-
zes in Verbindung mit der Verordnung Uber den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesge-
richtshof und Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV) vom 24. August 2007 (BGBI. | S. 2130)). In
diesem Fall muss die Einreichung durch die Ubertragung des elektronischen Dokuments in die
elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes erfolgen (§ 2 Absatz 2 BGH/BPatGERVV).

Die Rechtsbeschwerde kann nur darauf gestitzt werden, dass der Beschluss auf einer Verletzung
des Rechts beruht (§ 101 Absatz 2 des Patentgesetzes). Die Rechtsbeschwerde ist zu begriinden.
Die Frist fur die Begrindung betrdgt einen Monat; sie beginnt mit der Einlegung der Rechtsbe-
schwerde und kann auf Antrag von dem Vorsitzenden verlangert werden (8 102 Absatz 3 des Pa-

tentgesetzes). Die Begriindung muss enthalten:

1. die Erklarung, inwieweit der Beschluss angefochten und seine Abanderung

oder Aufhebung beantragt wird;

2. die Bezeichnung der verletzten Rechtsnorm;
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3. insoweit die Rechtsbeschwerde darauf gestutzt wird, dass das Gesetz in Be-
zug auf das Verfahren verletzt sei, die Bezeichnung der Tatsachen, die den

Mangel ergeben
(8 102 Absatz 4 des Patentgesetzes).

Vor dem Bundesgerichtshof mussen sich die Beteiligten durch einen beim Bundesgerichtshof zu-
gelassenen Rechtsanwalt als Bevollmachtigten vertreten lassen (§ 102 Absatz 5 des Patentgeset-

zes).

Dr. Mayer Gottstein Musiol Dorn
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